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ig})  verranren  zum  Herstellen  einer  Doppelschicht  mit  Hetero-Ubergang  für  die  Speicherelektrode  einer 
Bildaufnahmevorrichtung. 

@  Eine  Doppelschicht  mit  Hetero-Qbergang  soll  Teil  einer 
Speicherelektrode  für  eine  optoelektronische  Bildaufnah- 
mevorrichtung  sein.  Sie  entsteht  durch  Aufdampfen  von  n- 
leitendem  Cadmiumselenid  oder  Cadmiumsulfoselenid  auf 
eine  n+-leitende  Signalelektrodenschicht  aus  Zinnoxid.  Das 
aufzudampfende  Material  wird  unter  geringem  Zusatz  von 
Boroxid-Glas  im  Vakuum  gesintert  und  kann  dann  spritzer- 
frei  aufgedampft  werden.  Der  Hetero-Übergang  ist  nahezu 
frei  von  metallischem  Cadmium.  Anwendung  insbesondere 

|*J  bei  einem  Vidikon-Target. 
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